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U-MOS-IX-H MOSFET

low EMI

Toshiba erweitert Portfolio der neuesten Trench-MOSFET Generation um
ultra- kompakte 40 V Typen fur Designs mit geringen elektromagnetischen
Stoérungen (EMI)

n-Kanal U-MOS-1X-H MOSFET mit integrierter SRD ist ideal geeignet fur Schaltnetzteile und
Motorantriebe.

Dusseldorf, Deutschland, 14. November 2017 — Toshiba Electronics Europe erweitert sein
Portfolio mit MOSFETs auf Basis des U-MOS-IX-H Trench-Halbleiterprozesses der
neuesten Generation um einen neuen, ultrakompakten 40 V Baustein, in den eine Soft
Recovery Diode (SRD) integriert ist.

Dank der integrierten SRD ist der TPH1R204PB in der Lage, die Spannungsspitzen, die
wahrend des Schaltens zwischen Drain und Source generiert werden, auf3erst niedrig zu
halten. Damit ist der MOSFET fur Synchrongleichrichtung auf der Sekundarseite bei
Schaltnetzteilen geeignet, die geringe elektromagnetische Stérungen (EMI) erfordern. Zu
den Zielanwendungen gehdren hocheffiziente AC/DC- und DC/DC-Wandler sowie
Motorantriebe, zum Beispiel in drahtlosen Elektro-Werkzeugen.

Der TPH1R204PB ist ein n-Kanal Baustein mit einem Durchlasswiderstand (Rps(on)) Von nur
1,2 mQ (@ Ves = 10 V). Der Wert der Ausgangsladung (Qoss) betragt lediglich 56 nC. Der
MOSFET ist in einem SOP-Advance Gehaduse untergebracht mit Abmessungen von gerade
einmal 5 mm x 6 mm x 0,95 mm.
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Uber Toshiba Electronics Europe

Toshiba Electronics Europe GmbH (TEE) ist die europédische Niederlassung der Toshiba Electronic Devices &
Storage Corporation. TEE bietet européischen Kunden und Unternehmen eine umfangreiche, innovative Auswahl
an Hard Disc Drives (HDD) sowie Halbleiter Losungen fur Automotive, Industrie loT, Motor Control,
Telekommunikation und Netzwerktechnik oder fiir Endverbraucher- und Haushaltsgerate-Applikationen. Das
Produktsortiment des Unternehmens umfasst integrierte Wireless ICs, Leistungshalbleiter, Mikrocontroller,
optische Halbleiter, ASICs, ASSPs und diskrete Komponenten, von Dioden bis hin zu Logic-ICs.

TEE wurde 1973 in Neuss, Deutschland gegriindet, mit heutigem Hauptsitz in Dusseldorf. Von dort aus sowie
weiteren Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, Italien, Schweden, Spanien und GroRbritannien werden
Design, Fertigung, Marketing sowie Verkauf gesteuert. Prasident des Unternehmens ist Mr. Akira Morinaga.

Weitere Informationen iber Toshiba Electronics Europe unter: www.toshiba.semicon-storage.com.

Ansprechpartner fur Verdffentlichungen:

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Dusseldorf, Deutschland
Tel: +49 (0) 211 5296 0 Fax: +49 (0) 211 5296 79197

Web: www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html

E-mail: discrete-ic@toshiba-components.com
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